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	 はじめに：我々はマイクロ波励起水素ラ

ジカルを用いて、遷移金属類(Pt,Ni,W 等)

を選択的かつ急速に加熱を行う技術を開発

した。加熱メカニズムとして考えているの

が、金属表面での現象であり水素原子が水

素分子に再結合する際に放出するエネルギ

ー(4eV)による効果である。遷移金属によっ

ては、10 秒ほどで 1000	 ℃以上の昇温も確

認できた。本技術を用いて薄膜トランジス

タ(TFT)用多結晶 Si の形成に関する研究を

行っている。	 

今回、過去の研究より判明した問題点を改善するべく、新たなプロセスでデバイスを作製

したのでこれについて報告する。	 

	 実験：石英基板上に固体ソース MBE 法にて非晶質シリコン（a-Si）層を形成し、最上部

の一部に遷移金属類を RFスパッタにより堆積し、試料を作製した。その後、水素ラジカル

による遷移金属の加熱技術を用いて非晶質 Siの結晶化を行い、TFTの作製を行う。 

	 結果：過去の研究から、加熱積算時間が長くなるにつれて移動度が高くなっていく傾向

にある(Fig.)ということがわかった。しかし、全体として移動度が低い値になってしまった。

今回は、結晶性の向上に着目して試料構造の検討や加熱ターゲットである遷移金属の検討

を行い、TFT を作製し過去の結果との比較を行う。具体的な電気特性等については当日報

告を行う。 
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